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Самокомпенсація у легованих хлором кристалах 
кадмій телуриду 
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Легований хлором кадмій телурид, знаходить широке застосування, 
в першу чергу, у виробництві детекторів йонізуючого випромінювання. 
Одним зі способів отримання кристалів із заданими властивостями є 
проведення двотемпературного відпалу попередньо вирощених кристалів, 
в процесі якого можна ефективно керувати структурою точкових дефектів, 
які визначають більшість електричних та оптичних властивостей 
матеріалу. 

Тому надзвичайно актуальною проблемою є дослідження кристалів 
CdTe:Cl в області високих температур та встановлення впливу 
технологічних факторів двотемпературного відпалу (температура відпалу, 
тиск пари додаткового компоненту) на властивості матеріалу. 

Легування кристалів CdTe хлором здійснювали в процесі 
вирощування, шляхом додавання CdCl2 у вихідну шихту. Концентрація 
хлору в розплаві була ~2∙1018 ат/см3. Високотемпературні вимірювання 
ефекту Холла проводили на зразках розміщених у вакуумованій ампулі в 
двозонній печі, де одна зона забезпечувала температуру зразка, а друга – 
температуру Cd, і відповідно тиск пари Cd. 

У результаті вимірювань, було встановлено, що для кристалів 
CdTe:Cl концентрація носіїв у широкому діапазоні технологічних факторів 
є близькою до концентрації носіїв у нелегованому матеріалі. 

Для пояснення таких результатів проведено моделювання дефектної 
структури кристалів методом мінімізації термодинамічного потенціалу 
системи кристал-газ. При моделюванні, окрім власних точкових дефектів 
(VCd, Cdi, VTe, Tei) та атомів заміщення (ClTe), враховували також 
можливість утворення комплексів 2

Cd Te(V Cl )− + − , 2 0
Cd Te(V 2Cl )− + . 

Згідно з результатами розрахунку, до температур 800–900 К 
електрична дія йонізованих атомів домішки TeCl+  практично повністю 
компенсується комплексами 2

Cd Te(V Cl )− + − . Співвідношення між 
нейтральними та йонізованими асоціатами змінюється в залежності від 
температури відпалу та тиску пари кадмію. Зокрема, при максимальному 
тиску пари кадмію до температури ≈900 К переважаючими дефектами у 
кристалі є 2 0

Cd Te(V 2Cl )− + . В діапазоні температур 900–1000 К концентрація 
вказаного нейтрального комплексу зменшується і домінуючим є 

2
Cd Te(V Cl )− + − . При вищих температурах асоціати розпадаються і домінуючим 
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дефектом є незв’язані у комплекси атоми домішки. 
Таким чином, близькість концентрацій електронів у чистому CdTe та 

CdTe:Cl зумовлена тим, що в результаті процесів самокомпенсації значна 
частина введеної домішки зв’язана у комплекси 2

Cd Te(V Cl )− + −  і 2 0
Cd Te(V 2Cl )− +

. 
Self-Compensation in Chlorine Doped 

Crystals of Cadmium Telluride 
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The high temperature measurings of Hall effect of CdTe crystals are 
provide. The modeling of crystals defect structure by method of minimization of 
thermodynamics potential of the system crystal-gas for experimental data 
explanation is lead. It is set that except for the substituting defect of ClTe in a 
crystal the complexes  2

Cd Te(V Cl )− + − and 2 0
Cd Te(V 2Cl )− + in fars are present. 


